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Uwaga. Na termin 2 pozycje [2-4] stanowiq literature uzupetniajqcq. Mozna z nich skorzysta¢
w celu wyjasnienia wqtpliwosci, natomiast nie bedzie zadnych zagadnien, ktore nie byty
poruszone na wyktadzie lub w pozycji [1].

Zagadnienia teoretyczne

1.

Wiadomosci wstepne; taczniki polprzewodnikowe
> wyklad

> [1] rozdz. 1 oprocz 1.4

> [2] rozdz. 4.114.2

Blokowanie napiecia i przewodzenie pradu

> wyklad

> [2] rozdz. 5 oprdcz 5.4 — na czym ogdlnie polega zjawisko i jakie ma konsekwencje
dla przyrzadu potprzewodnikowego; podstawowe zaleznosci miedzy wielko$ciami
fizycznymi i parametrami struktur, ale bez doktadnych wzoréw

> [2] rozdz. 6 oprocz 6.3 — jw., bez odniesienn do pasmowej teorii potprzewodnikow,
pod katem zasadniczych réznic miedzy przyrzadami unipolarnymi i bipolarnymi

Diody mocy
> wyklad
> [3] rozdz. 2.11 2.2, bez wzoréow

Tranzystor MOSFET mocy o strukturze VDMOS

> wyklad

> [1] rozdz. 2 oprocz 2.5.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11.2
Na termin 2 nie obowiqzujq rowniez: 2.2.2, 2.6, 2.9, 2.10, za$ z 2.3.3 obowiqzuje tylko
rys. 2.12 i odnosna tresc.

> [4] rozdz. 2.2, 2.3 oprocz 2.3.e i 2.4 oprocz 2.4.h, bez doktadnych wzorow
Na termin 2 takze bez rozdz. 2.2 oraz w rozdz. 2.4 bez rys. 3c, odniesieni do niego i
wyjasnienia efektu Millera.

Uwaga:

> nie obowigzujq wzory inne niz z podstaw elektrotechniki i elektroniki
np. obowigzuje prawo Ohma, w tym w postaci mikroskopowej, ale nie obowigzuje wzor na szerokosc
obszaru tadunku przestrzennego



> jednak obowiqzuje znajomosé wnioskow plynqgcych z tych wzorow i opisywanych przez
nie zjawisk
np. zwigkszenie napiecia powoduje poszerzenie obszaru tadunku przestrzennego
nie obowiqzujg wyprowadzenia wzorow
> nie obowigzujq szczegbtowe schematy i wykresy
np. z [1] dla diody podiozowej rys. 2.25, dla modelowania 2.54b

> jednak obowiqzujq schematy i wykresy pokazujqgce idee uktadowe i kluczowe zaleznosci
np. z [1] dla diody podlozowej rys. 2.28 (bez wartosci liczbowych), dla modelowania 2.53 i 2.54a

\4

Problemy rachunkowe

1. Napiecie przebicia lawinowego, napiecie przebicia skrosnego i wytrzymatosé¢
napieciowa; rozklad natezenia pola elektrycznego w obszarze stabo domieszkowanym
(wykres)
> wyklad
» [2] rozdz. 5.1-5.3

2. Rezystancja i spadek napiecia w stanie przewodzenia na przyrzadzie unipolarnym i na
przyrzadzie bipolarnym
Na termin 2 nie obowiqzujq przyrzqdy bipolarne.
> wyklad
> [1] rozdz. 2.3
> [2] rozdz. 6.11 6.5 (szczegdlnie zaleznosc¢ 6.94 i wzory na wystepujace w niej
parametry)

3. Czas wylaczania tranzystoré6w unipolarnych i bipolarnych
> wyklad
> [1] par. 1.2.4

Uwaga. Nie obowiqzuje znajomosé¢ wzorow, ale obowigzuje rozumienie, jakie zaleznosci
opisujq oraz w jakich przypadkach mozna i w jaki sposob nalezy je stosowac.

Zadania mogq byc¢ roznie sformutowane, w tym posiadaé dane i szukane odmienne niz w
przyktadach analizowanych na wyktadzie.



